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１．概要（Summary） 

大規模集積回路の性能向上に向けて、トランジスタの

微細化が加速している。現在、信号遅延抑制を目的とし

層間絶縁膜の低誘電率化が進められている。しかしなが

ら、プラズマを用いた加工工程においては、プラズマとの

相互作用による絶縁膜材料中での欠陥形成（プラズマダ

メージ）が問題視されている。欠陥形成機構を明らかにす

るため、プラズマ処理を施し電気容量を解析したSiOC膜

に対し、京都大学ナノテクノロジーハブ拠点の設備を利

用して物理的構造変化（膜厚）を詳細に解析した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡 

【実験方法】 

Ar または He プラズマ処理を行った n 型 Si 基板上の

SiOC 膜に対して、超高分解能電界放出形走査電子顕

微鏡を用いた断面観察から膜厚を同定した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

SiOC 膜を誘導結合型プラズマに曝露した。プロセスガ

スはArおよびHeで、プラズマ曝露前後の膜厚変化を観

察した。Fig. 1は平均自己バイアス電圧−100 Vの Arプ

ラズマで 30秒間および 60秒間曝露後の膜厚変化、Fig. 

2 は He プラズマ曝露による膜厚変化である。これら物理

膜厚と電気容量から算出した SiOC 膜の誘電率を Fig. 

3に示す。誘電率変化の ArおよびHeプラズマ曝露に

よる違いが確認できる。今後、これらの違いについて

詳細な解析を進める予定である。 
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Fig. 1  SEM images of SiOC/Si structures before 

and after Ar plasma exposure. 
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Fig. 2  SEM images of SiOC/Si structures before 

and after He plasma exposure. 
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Fig. 3  Estimated dielectric constants. 


